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(54) Titlee METHOD FOR SEPARATING A PLURALITY OF SLICES FROM WORKPIECES DURING A NUMBER OF
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(57) Abstract: The invention relates to a method for separating a plurali-
ty of slices from workpieces during a number of separating processes by
means of a wire saw, which comprises a wire gate formed of moving wire
sections of a saw wire, which is clamped between two wire guide rollers,
wherein each of the wire guide rollers is mounted between a fixed bearing
and a floating bearing. The invention also relates to a semiconductor wafer
formed of monocrystalline silicon, which is provided using the method. The
method comprises delivering one of the workpieces in the presence of a
working fluid during each of the separating processes along a delivery direc-
tion against the wire gate in the presence of hard materials, which act abra-
sively on the workpiece; controlling the temperature of the fixed bearing of
the respective wire guide roller during the separating processes according
to a temperature profile, which specifies a temperature according to a cut-
ting depth; and a first changing of the temperature profile over the course
of the separating processes from a first temperature profile with a constant
temperature curve to a second temperature profile that is proportional to the
difference between a first average shape profile and a shape profile of a ref-
erence slice, wherein the first average shape profile is determined by slices
that have been separated according to the first temperature profile.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum
Abtrennen einer Vielzahl von Scheiben von Werkstiicken wéhrend einer
Anzahl von Abtrennvorgéngen mittels einer Drahtsdge, die ein Drahtgat-
ter aus sich bewegenden Drahtabschnitten eines Sdgedrahts umfasst, das
zwischen zwei Drahtfithrungsrollen gespannt ist, wobei jede der Drahtfiih-
rungsrollen zwischen einem Festlager und einem Loslager gelagert ist. Ge-
genstand der Erfindung ist auch

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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eine Halbleiterscheibe aus einkristallinem Silizium, die durch das Verfahren zugédnglich wird. Das Verfahren umfasst das Zustellen eines
der Werkstiicke in Gegenwart einer Arbeitsfliissigkeit wihrend eines jeden der Abtrennvorgéinge entlang einer Zustellrichtung gegen das
Drahtgatter in Anwesenheit von Hartstoffen, die abrasiv auf das Werkstiick einwirken; das Temperieren des Festlagers der jeweiligen
Drahtfithrungsrolle wéhrend der Abtrennvorginge gemiB einem Temperaturprofil, das eine Temperatur in Abhingigkeit einer
Schnitttiefe vorgibt; einen ersten Wechsel des Temperaturprofils im Verlauf der Abtrennvorgange von einem ersten Temperaturprofil mit
konstantem Temperaturverlauf zu einem zweiten Temperaturprofil, das proportional zur Differenz eines ersten Durchschnittsformprofils
und eines Formprofils einer Referenzscheibe ist, wobei das erste Durchschnittsformprofil von Scheiben bestimmt wird, die nach
Mahgabe des ersten Temperaturprofils abgetrennt wurden.



